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１．概要（Summary ） 

Ge基板上へ線幅 200 nmのNi 細線パターンを作製

するため電子線描画条件を検討した。作製された Ni
細線幅は描画線幅に比べて３倍程度に広がることが

わかったため，描画線幅を 70 nm とし，ドーズ量を

330 µC/cm2とすることで線幅 200 nm の Ni 細線パタ

ーンを作製できた。 
 
２．実験（Experimental） 

Ge 基板上に電子線レジスト(ZEP-520A, 日本ゼオ

ン製)を塗布し電子線描画法(加速電圧 50 kV，ビーム

電流 100 pA)にて細線パターンを描画した。このとき

の電子線のドーズ量は，レジスト断面の形状を逆テー

パー形状にするため，270 µC/cm2 ~ 420 µC/cm2とし

た。描画線幅は 60 nm ~ 90 nm とした。レジスト現

像後 Ni 膜を厚さ 50 nm 蒸着しリフトオフ法により

Ni 細線パターンを作製した。上記描画条件の各試料

について走査電子顕微鏡(SEM)観察を行い，線幅 200 
nm の Ni 細線が得られたドーズ条件と描画線幅を求

めた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 Relationship among the drawing width,   
      dose and Ni nano-line width. 
 

 Fig. 1 は描画線幅，ドーズ量と Ni 線幅の相互関係

の測定結果である。Ni 線幅は描画線幅の 2.5～3.5 倍

になった。Fig.1 から，線幅 200 nm の Ni 細線を得る

ためには描画線幅を 70 nm，ドーズ量を 330 µC/cm2

にすればよいことが分かった。Fig. 2 は，上記条件で

電子線描画を行って作製した Ni 細線パターンの走査

電子顕微鏡(SEM)写真である。 
【今後の課題】 
 細線部の Ni の厚さが設計値より薄くなった。 
これを改善するためのレジスト断面形状の制御が  
課題である。 

 

Fig. 2 SEM image of the fabricated Ni nano-lines.  
      Drawing width: 70 nm，dose: 330 µC/cm2. 
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